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TOMPSETT, M.F. 3

PATENTE DE INVENCION

a favor de
WESTERN ELECTRIC COMPANY, INGéRPORATED , de nacionalidad
norteé@ericana,'domiciliada en 195, Broadway - NEW YORK,
N.Y. (EE.UU.),
7 por:
"Dispositivo de estado s6lido para la formecidn de imége—

neg”.

==; 000:

Memoria descriptivas

La presente invencidn se refiere a un dispositivo



10

15

20

25

o

2 40156 6° "

. EIXES CT8 )T!i’

de estado sélido para la formacidn de imdgenes.

Es corrientemente un intento muy generalizado pro-
ducir dispositivos de formacidn de imdpenes de zona y de
linea, los cuales son de estado s6lido para substituir los
dispositivos actuales que emplesn un haz eleoctrdnico como
elemento de exploracién. Recientemente, ha éido propuesta
una nueva clase de dispositivo semiconductor de almacena—
miento de informacidén que en una forma de realizacién per-
mite la produccidén econbmica de tales dispositivbs de imd-
genese.

El prinecipio tras del que han llegado a ser cono-
cidos tales dispositivos es el concepto de dispositivos
de carga acoplada. (Véase, por ejemplo, el artfoulo oien-
t{fico ”Charge coupled device 8-Bit Shift Register” escri-
to por iompsett ¥y otros en la publicacién ”applied-ngsics
Letters” Vol. 17, N¢ 3 pdgs 111 a 115). En resumen, este
concepto es un reconocimiento de que se puede producir el
desplazamiento de informacién en forma de portadores de
carga a través de un material semiconductor, por ejemplo,
polarizando para ello sucesivamente una hilera de eleotro-
dos que comprenden dispositivos MIS. As{ se realiza la
transferencia de carga creando para ello sucesivamente en
el material semiconductor pozos de potencial (por ejemplo,
regiones @esiertas) en los que serdn atrafdos los fortado—
res de carga. Los portadores de carga pueden ser genera-
dos de muchas maneras. Un método consiste en generar
pares hueco -melectrén en el material mediante absorcién
fotdénica. Entonces pueden ser arrastrados portadores

minoritarios hacia el interior de los pozos de potencial
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formados bajo los electrodos polarizados.

Por tanto, se ha sugerido que el concepto de dispo-
sitivo de carga acopiada, puede emplearse en un dispositi-
vo de formacién de imdgenes que comprende bdsicamente un
conjunto de dispositivos MIS en los gue son formados por=
tadores minoritarios en proporcidén a la luz incidente y
gson lefdos simplemente polarizando secuencialmente para
ello los electrodosfietélicos.

Una de las dificultades relecionadas con el dis—
positivo propuesto es un defecto de definicidén precisa.

Es decir, puesto que incide continuamente luz sobre el
conjunto MIS, serén arrastrados portadores minoriterios
hacia el interior de los pozos de potencial formados bajos
los electrodos durante la lectura, lo cual produce una
borrogidad de la imagen.

Por elio, el principal objeto de la presente in-—
vencién es proveer un dispositivo de formacién de imédgenes
que es de fabricacién simplep tiene una sensibilidad lumi-
nosa elevada y no estd sometido al problema de borrosidad
usualmente asocisdo con los dispositivos acoplados de
carga,

De acuerdo con la invencién, se provee un dispo-
sitivo de estado sélido para formacién de imégenes éue
comprende un medio de almacenamiento de carga, una capa
aislante que cubre por lo menos una porcidén de una super-
ficie de dicho medio, un primer conjunto de electrodos
metdlicos formados sobre dicha capa aislente, medios para

proyectar una imagen sobre una superficie de dicho medio

de almacenamlento para formar en el mismo portadores de
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carga, medios para polarizar dicho primer conjunto de
electrodos de manera que recoge los portadores de cargae

en dicho medio de almacenamiento debajo de los electrodos
en proporcién a la luz incidente sobre dicho medio, un se—
gundo conjunto de electrodos metdlicos formados solre di-
cha capa aislante sobre una zona del medio de almacenamien—
to contigua al primer conjunto, medios para proteger dicho
segundo conjunto de dicha luz incidente, medios para po-
larizar secuencialmente los electrodos de dichos primer y
segundo conjuntos para transferir de este modo los portado-
res de carga desde debajo de dicho primer conjunto hasta

debajo de dicho segundo conjunto, medios para polarizar

dichos segundo conjunto para slmacenar portadores de carga

en el medio de almacenamlento por debajo de los electrodos
de dicho segundo conjunte, y medios para leer los porta-
dores de carge almacenados transferidos a través del se~
gundo conjuntoe.

Asf{ se apreciard que la invencién puede comprender
dos conjumtos de dispositivos MIS, uno de los cuales fun-
ciona como un conjunto detector Sptico, en tanto que el
otro actia como un conjunto de almacenamiento y lectura. Se
forman portadores de carga en los pozos de potencial deba-
jo de los electrodos metdlicos del conjunto detector en
proporcién a la luz incidente. Esta informacifén es rdpi-
damente transferida a la zona situvada debajo de los elec—
trodos del conjunto de almacenamiento y lectura €1l cual
es protegido de cualquier luz. DLa informacién puede ser
lefda en el dltimo conjunto sin borrosidad de la informa-
ciln éptica. E1l dispositivo comprende medios para evitar

el acoplamiento cruzado ¥ mantener eficiencia de transfe-—
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rencia durante las operaciones de transferencia.

En los dibujos:

Tas figuras JA & 1C son vistas esquemdticas de una
columa de una forma de realizacién de la invencidn que de
nuestra el funcionsmiento del dispositivo. )

Ia figura 2 es una vista en planta esquemdtica de
un dispositivo de formacidn de imfgenes de zona de acuerdo
con una forma de realizacién de la invencién.

Ta figura 3 es una vista en seccldn transversal del
dispositivo de formacidn de imdgenes de zona considerada
por le lfnea 3-3! de la figura 2.

Y la figﬁra 4 es una vista en planta esquemdtica de
un dispositivo de formacidn de imdgenes de I1fnea de acuerdo
con otra forma de realizscidn de la presente invencidn.

Tas figurs 1A a 10 ilustren la estructura bdsica
¥ el funclonsmiento del dispositivo de formacién de img
genes de zona y la figura 2 es una vista en planta de t;-
do el conjunto. Con fines de simplicidad, se representa
un dispositivo con un conjunto detector de justamente
cuatro elementos por sels elementos. Bl evidente que los
principios de la presente invencién se pueden extender a
conjuntos mucho mayores.

Con referencia particularmente a la figurs 14, el
Qispositivo comprenden una porcién principel semiconductors
~10- que, a t{tulo de ejemplo, puede ser de silicio tipo

D, Sobre la superficie de la poreidn principal estd dis
puesta una capa dieléetrica —11- que puede ser, por ejem;
plo, djdxido de silicio. Situada encima de esta capsa

dieléotrica se encuentra una serie de electrodos metilicos
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~-12a-d-, -1l3a=-d-, -l4a-d y -15-. En la vista ilustrada
en la figura 1A tales electrodos forman una columna de
dispositivos MIS en el dispositivo de formacién de imége-
nes de zona.

La imagen de un objeto, tal como el objeto -30-,
es proyectada sobre la superficie de la porcidn principal
semidonductora opuesta a los electrodos por medio de una
fuente luminose -16- y la lente -29-. TUna porcién de
esta superficie es protegida de la luz por medios cuales—
quiera, tales como un diafragma de campo opaco -17-. Dos
medios realmente empleados para dicha protecgi6n no tiénen
importancia. Por tanto, el dlspositivo se puede conside-
rar dividido en déds partes. Los primeros seis electrodos
forman una columna del conjunto detector de zona, mien-
tras que los Wltimos siete electrodos forman una columna
del conjunto de almacenamiento y lectura como se descri-
bird ocon mayor detalle més adelante. Se debe geflalar
que la imagen puede ser tembién proyectada sobre el lado
del electrodo de la porcidn principal semiconductora puesto
que se pueden proveer electrodos transparentes.

En la porcién detectora, estén acoplados unos
electrodos =12a- y -12b- a la via de conduccién Al, unos
electrodos -13a- y -13b~ estdn acoplados a la via &, ¥
unos electrodos -lda— y -l4b- estdn acoplados a la via
AS para definir un sistema de carga acoplada trifésico.
De igual manera, cada tercer electrodo de la porcidén
de almacenamiento y lectura esté acoplado a una de las
vias de conduccidn By, By § B3, a excepeidén del electrode

-15- que est4 acoplado a la via de conduccién Cl. A cads
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una de tales vias de conduccién son aplicados impulsos

de reloj con el fin de polarizar secuencialmente los elec—
trodos como se explicard méds adelante. Se han previsto
medios para permitir que sean pulsados simuliéneamente en
ciertos puntos a la vez los correspondientes electrodos
de las dos porciones (por ejemplo, -l2a-, =12b-, -l2c- ¥y
-12d-)., Dichos medios se ilustran esquemdticamente en
las figuras 14 como interruptores -18-, -19- y -20-. Con
el fin de leer la informaocidn de carga, se han previsto
medios para acoplar la via de conduccidn G, con la via

de conduccién Bl’ nuevamente ilustrada como un conmutador
-21-, '

El funcionamiento del dispositivo puede verse
primero con referencia a la secuencia de etapas ilustradas
en las figuras 1A a 10, En la figura 14, ha sido aplicado
un impulso a los electrodos ~13a- y -13b~ desde la via de
conducoidn A2 para formar pozos de potencial en el mate-
riel semiconductor -10-, debajo de los electrodos. La luz
incidente sobre el material genera pares hueco—éleotrén en
el mismo y luego se difunden portadores minoritarios has-
ta el potencial minimo més préximo. Los portadores mi-
noritarios, representados por ”+” en la figura, gwe han
gido arrastrados hasta el intefiér de cada pozo de poten-
cial, miden, por tanto, la intensidad luminosa en la su-
perficie semiconductora sobrela zona cubierta por cada
juego de tres electrodos (-12a-, -13a-, -l4a- y -12b-,
-13b-, -14b-, respectivamente)..

De acuerdo con el concepto de caréa acoplada,

dichos paguetes de carga pueden ser desplazados a través
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electrodos y formando por tanto sucesivos pozos de poten—
cial en el interior de los cuales circulard la carga.

Asl, las correspondientes vias de aonduccién de la por-
cidn de deteccidén y la porcidn de almacenamiento-lectura
del dispositivo son acopladas entre si y se aplica secuen-
cialmente un impulso a 4, AZ v A3 con un.régimen répido
para producir el desplazamiento répido de la carga fuera
de la porcién de deteccidn hasta el interior de la por—
cifn de almecenamientoto-lectura. En la etapa ilustrada
en la figura 1B, los paquetes de carga estdn shora bajo
los electrodos -13c- y -13d- donde son mantenidos. Ia
transferencia rédpida ha evitado cualesquiera efectos de bo-
rrosidad importante y, como sea que la porcién de alma-
cenamiento-lectura estd protegida contra la luz, la carga
puede ser 1éida a un régimen mds lento sin recoger adi-~
cionalmente portadores minoritarios.

Con el f{n de leer la informacién en la porcién
de alm cenamiento-lectura, las v{as de conduccién de las
dos porciones estdn desacopladas. Esto permite que las
vias de conduccibn Bl, B2 y 33 sean pulsadas mientras
la via de conduccién A2 permanece pulsada de tal manera
éue la informoidn en la porcidén de almacenamiento-lectura
es lefda mientras la poreién de deteccidn continua inte—
gréndose. En la operacién de lectura, la via de conduc-
cidn Cl debe estar acoplada a Bl’ cerrando el interruptor
-21~ de modo que puede ser transferida carga a laz ona
situvada debajo del Wltimo electrodo. En la etapa ilus-—

trada en la figurs 1C, las vias de conduccién han sido
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pulsadas en la secuencia Bﬁ—BléBz, de manera que el primer
paquete de carga ha sido transferido a la zona situada
debajo del electrodo -15-, mlentras el gegundo paquete es
retenido debajo de -13d-. Ahora el primer paquete puede
ger lefdo hacia fuera.o hacia el interior de la pédgina
puesto gque el eleotrodo -15- representa un electrodo en
un conjunto de lectura en serie. Egto se describe més
é@éh&ﬁ&e con referencia g la figura 2. El segundo paquete
puede ser subdl guientemente transferido al electrodo -15-
con la misma secuencis de impulsos y lectura. Entretanto
el conjunto detector continua recogiendo carga bajo los
electrodos -13%a=- y ~13b- y se repite el proceso de trans—
ferencia y lectura.

La figura 2 ilustra el conjunto de zona completo
formado por cuatro colummas de dispogitivos ilustrados en
las figuras 1A'a 16, Es decir, cada electrodo de las
figuras 14 a 1C forman parte de una hilera de cuatro ele-
mentos que se acoplan en comin a una de.las vias de con-
duccibn. En la vista que se ilusfra, las intéroonexiones
entre los electrodos de una hilera han sido parcialmente

cortadas y separadas para ilustrar la estructura bdsica

del dispositivo. Cuendo es pulsada la vie de conduccidn

AQ{ recogerd carga debajo de los electrodos en la segunda
¥y quinta hilera del disposifivo detector. Iuego, pulsando
ios’eleotrodos de la manera anteriormente déécrita, la
carga es transferida a la zong situada debajo de las hile~
ras de electrodos de almacenamiento acoplados a la via B2
y subsiguientemente es lefda una linea a la vez. ILa ope-

racién de lectura es ejecutada por la hilera de electrodos
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-22- de los que forma parite el citado electrodo -15-., 4
la zona situada debajo de esta dltima hilera es transferida
une hilera de paquetes de carga pulsando para ello las
vias de conduccién By, By ¥ B3 mientras la via de conduc-
cién C, es acoplada a B, a través del conmutador =21-o
Despuds de desacoplar 0y, las vias de conduccidén de la
Yltima hilera son pulsadas en la secuencia 02—03—01 para
mover la carga leteralmente hasta el interior de alguna
etapa de salida tal como una regidn de materisl semicon-
ductor difundido %ipo p -23-, donde la carga puede ser
detectada por diversos métodos conocidos en la tdenica.
Por tanto, el funcionamiento del dispositivo se puede des-
cribir en general como una.transferencia paralela e carga
a una lectura en serie.

Puesto que la carga es transéerida a través del
semiconductor una hilera a la vez, es conveniente proveer
algunos medios para impedir el acoplamiento de carga desde
una columna de electrodos a la siguiente a la vez gque se
forma el conjunto de electrodos fan compactamente como sea
posible. Oon referencia a la figura 2, esto se lleva a
cabo proveyendo tiras de metal -24~ que cubren el mate-
rial dieléctrico en los bordes del dispositivo y en la
zona formada entre las columnas de electrodos. Ia fun-
cién de dicha estructura puede apreciarse més fdcilmente
con referencia a la figura 3 que es una vista en seccidn
transversai considerada por la linea 3-3? de la figura 2.
La hilera de electrodos de la figura 3 ha sido pulsada
"en circuito” y han sido transferidos portadores minori-

farios a la éona de la porcidén principal situada debajo.
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Las tiras metdlicas -24-~ son mantenidas con una polariza-
cién negativa constante para farmar regiones desiertas en
la poreidn prineipal de material que son mucho mds poco
profundas que las formadas por los electrodos pulsados.
Esto produce barreras de potencial entre los paguetes de
carga dispuestos debajo de cada electrodo en 1la hilera lo
cual evita que la carga se mueva al interior de una co-
lumna sdyacente.

Las tiras metdlicas polarizadas realizan una nueva
funcién de mantener eficiencia de transferencia, En la
préctica real es conveniente aplicar una polarizacidn
uniforme a todos los electrodos para mantener regiones
desiertas poco profundas en la poreién principal cuando
nt son pulsados los electrodos. Esto se hace para evitar
la recombinacién de carga que ha sido cgpturada en la
superficie de dbntacto de la parte principal dieléctricas
Sin embargo, se producird recombinacién en las zonas jus—
tamente situadas mds alld del borde de cada electrodo
puesto que las regiones desiertas formadas en el potencisl
residual estdn confinadas esencialmente en las zonas si-
tuadas justamente debajo de los electrodos. En el dispo-
sitivo para formacidén de imdgenes descrito esto daris
lugar a una escasa eficiencia de transferencia y pérdida
de carga que resultarfa importente para los electrodos
de zona peéueﬁa. Las regiones desiertas formadas en di-
chas zonas del borde por las tiras metdlicas eliminan, por
tanto, dicha recombinacidén no convenientee

La figura 3 ilustra una técnica para formar una

hilera de electrodos en el dispositivo para la formacién
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de imigenes. Despuds de ser formadas las tiras metdlicas
—-24— sobre la superficie dieléctrica, se deposita sobre
las tiras un material dieléetrico -25-. Iuego puede ser
depositada sobre la estructura resultante'un metal para
formar los electrodos tal como -1l3c¢~ y las interconexio—
nes al mismo de manera que la hilera de electrodos puede
gser acoplada a una de las vias de conduccién (en la hilera
ilustrada en la figura 3, a B2)°

Por la descripcidn hecha del citado dispositive
para formacién de imdgenes debe entenderse que son posi-
bles muchas modificaciones en el mismo. Aunque el dispo-
sitivo ha sido descrito con relacién a un sistema de carga
acoplada trifdsico, se puede emplear un sistema bifdsico
o tetrafédsico. Para evitar el a® plamiento cruzado puede
disponerse tambien de otros varios medios. Por ejemplo,
en el caso del silicio tipo n descrito, debe proveer
adecuada proteccidn una difusidén de material de conducti-~
vidad tipo n+ eh la parte principal entre las columnas.
Ademds, el dispositivo puede estar diseflado de modo que
la primera hilera de paquetes de carga es transferids
desde el conjunto detector directamente hasta el interior
de la dltima hilera de electrodos (-22- en la figura 2)
para la lectura en serie lo que mantiene el nmimero de hi-
leras de electrodos a un minimo.

Los mismos principios descritos con relacién al
dispositivo para formacién de imdgenes de zona puede ser
utilizados para construir el dispositivo para formacién
de imdgenes de lfnea representado en planta en la figu-

Ta 4,
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En este caso sl conjunto detector consiste en una hilera
finica de electrodos, tales como —26~-, que estén acoplados
a la via de conducoién D;. En esta vista se han omitido
conexiones para una mayor claridad. Como antes, la apli-
cacién de una polarizacidén a esta hilera de electrodos
forma portadores,.minoritarios en la parte principal semi-
conductora en proporcidn a la luz incidente, ILa segunda

y tercera hilera de slectrodos estdn protegidas contra la
luz y pueden considerarse como el conjunto de transferen—
ciam y lectura. Teles hileras estdn acopladas respectiva-
mente a las vims de conduccién.D2 ¥ El‘ Una vez méds, se
han previsto. tiras metélicas ~27- para evitar el acopla-
miento cruzado entre columnas adyacentes y mantener la
eficiencia de transferencla. Fn el funcionamiento, los
paquetes de carge son transferidos fueré de la zona ‘situa
da debajo de la primers hilera de electrodos hasta la zoma
situado debajo de la tercera hilera, pulsando para ello
las vias de conduccidn en la secuencia Dg=Eq =D« Lusgo Dy
es mentenido en un estedo pulsado conectado de manera que
se integra la primera hilera mientras los paguetes de la
tercera hilera son lefdos. Como en el dispositivo para
formacidn de iméigenes de zona, la hilera de paguetes de
carga es lefda en serle, pulsando para ello secuencialmen
te las vias de conducoi6n.El, By ¥ B; hasta que toda la i
carga es transferida a una etapa de salida tal como la
de difusién -28~ donde es detectada la sefial. TUna vez
nds debe entenderse gque el conjunto ilustrado en la figurs
4 es solamente ilustrativo y; en la préctica real, una hi-

lers puede comprender muchos més electrodos. En tal caso,
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puede presentarse uina degeneracién de la sefial debido al
gran nfmero de transferencias necesarias en la operacidén
de lectura en serie. Para eliminar este problema, se
pueden dispersar en la dltima hilera varias difusiones de
lectura, tales como -28-, y combinar subsiguientemente las
sefiales.

Se debe seflalar que sunque la invencién ha sido
descrita en relacién con el empleo de un material semicon-
ductor como ¢l medio de almacenamiento de carga, se ha
hallado que el concepto de dispositivo de carga acoplada
es igualmente aplicable a materiamles normalmente congide-
rados aislantes o semiaislantes. Dado que la substitucién
de dichos materiales aislentes no cambia la naturaleza
esencial de la presente propuesta, su empleo debe ser con-
siderado dentro del marco de la invencién.

Los circuitos 18gicos que pueden emplearse para
pulsar los electrodos de dispositivos de formacién de imd-
genes de zona y linea de la manera descrita son variados
y pueden ser proporcionados por los entendidos en la mate—
ria., Por esta razén, se ha omitido una descripcidn de
tales circuitos.

- N 0 T A

Se reivindica como objeto dela presente patente
de invencién:

l.— Dispositivo de estado sblido para la formacidn
de imdgenes, que comprende: un medio de almacenamiento de
carga; una capa aislante que cubre al menos una porcién

de una superficie de dicho medio; un primer conjunto de
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electrodos metdlicos formados sobre dicha capa aislante;
medios para proyectar unas imdgen sobre una superficie de
dicho medio de slmacensmiento para foymar en el mismo por-
tadores de carga; medios para polarizar dicho primer con-
junto de electrodos para asi recoger los portadores de
carga en dicho medio de almacenamiento debajo..de los elec
trodos en proporcidn a la luz incidente sobre dicho medib;
un segundo conjunto de electrodos metdlicos formados sobre
diche capa sislante sobre una Zona del medio de almacens—
miento contfgue sl primer conjunto; medios para proteger
dicho segundo conjunto contra dicha luz incidente; medios
pars polarizar secuencialmente los electrodos de dichos
primer y segundo conjuntos para transferir los portadores
de carga desde debajo de dichos primer conjunto hasta
debajo de dio@p segunde conjunto; medios pars polarizar
dicho segundo conjunto para asf{ almacenar los portadores
de carga en el medio de almacenamiento debmjo de los
electrodos de dicho segundo conjunto; y medios para pola-—
rizer secuencialmente los electrodos de dicho segundo con
Junto para msi lesr los portadores de carga almacenados.

2.~ Dispositivo, segtin la reivindicacién 1, en el
que el medio de almacenamiento de carga comprende un cuer-
po de mate;iallsemiconnuctor;

3o~ Dispositivo, segin la reivindicacifn 2 que
comprende, ademds, medlos para aislar 1os portadores de
carga situados debajo de una calumna de electrodos de
dichos conjuntos de los portadores de carga situados dé-
bajo de las cblumnas adyacentes,

4+~ Dispositivo, segin la reivindicacidn 54 en el
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que los medios alslantes comprenden tiras de metal dis-
puestas encima de dicha capa alslante en la zona situada
entre las columnas adyacentes de electrodos y pantenidas
a uns polarizacidn constante,

5.~ Dispositivo, segin la reivindicacidn 4, que,
ademds, comprende tiras de metal dispuestas sobre dicha
capa aislante en la zZona que rodea los bordes de dichos
conjuntos y mantenidas a una polarizecidn constante de
manera que forman regiones desiertas en €l cuerpo semicon
ductor para evitar la recombinacién de carga en la super—
ficie de contacto semiconductor-aislante de dicha zona.

6o~ Dispositivo, segfin 1la reivindicacién 1, en el
que dicho segundo conjunto comprende una hilera de elec—
trodos de lectura y medios para polarizar secuencialmente
dichos electrodos para proveer lectura en serie de dichos
portadores de carga.

7.— Dispositivo, segin la reivindicacidn 1, en el
que los medios para polarizar secuencialmente los electro
dos de dichos primer y segundo conjuntos comprenden cada—
uno un sistema trifisico.

8.- Dispositivo segin la reivindicacién 1, para
la formacidn de imdgenes de zona, en el que €l primer con
junto de electrodos metdlicos comprende un conjunto bidi-
mensional; los medios para polarizar dicho primer conjun
to de electrodos recogen los portadores de carga en dicho
medio de almacenemiento debajo de hileras seleccionadas
de dicho primer conjunto en proporeidn a lz luz incidente
sobre dicho medlo; el segundo conjunto de electrodos metd

licos comprende un conjunto bidimensional ¥ comprende una
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hilera de electrodos para la lectura en serie; los medios
para polarizar secuencialmente los electrodos de dichos
primer y segundo conjuntos tramsfieren los portadores de
carga desde debajo de hileras seleccionadas de electrodos
de dicho primer conjunto hasta debajo de hileras de elec—
trodos de dicho segundo conjunto; los medios para polari-
Zar dicho segundo conjunto almacenen los portadores de
carga en el medio de almacensmiento debajo de hileres se
leccionadas de electrodos de dicho segundo conjunto; com-
prendiendo dicho dispositivo medios para polarizar secuen
clalmente los electrodos de dicho segundo conjunto pars ‘
as! transferir los portadores de carga hasta debajo de
dicha hilera de electrodos de lectura y medios para pola-
rkzar secuencialmente dicha hilera de electrodos de lec—
tura para de esta forma leer en serie dicha hilers de por-—
tadores de caréa;

9e— Dispositivo, seglin la reivindicacién 8, en el
que el medio de almacenamiento de carga comprende un cuer
Do de material semiconductor; ' ’

10.— Dispositivo, segdn la reivindicacién 9, que,
ademds, comprende tires de metal dispuestas encima de di-
cha capa aislante eh la zons situada entre columnas adya-
centes de electrodos y mantenidas a una polarizacién cons
tante para asf formar regiones desiertas en dicho materiél
semiconductor para sislar los portadores de carga situa-
dos debajo de una columna de electrodos de los portadores
de cargsa situados debajo de columnas adyacentes,

ll.- Dispositivo, segin la reivindicacidn 10, que,

comprende, ademés, tiras de metal dispuestas encims de
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dicha capa aislante en la zona gue rodea a 1los bordes de
dichos conjuntos y mantenidos a una polarizacidn constan
te prara asf formar regiones desiertas en el cuerpo semi

conductor para evitar la recombinacidn de carga en la ég
perficie de contacto semiconductor-aislante de dicha Zo-
na.

12,— Dispositivo, segdn la reivindicacidn 3, en
el que los medios para polarizar secuencislmente los elec
trodos de dichos primer y segundo conjuntos comprenden )
cada uno wn sistema trifdsico.

15+~ Dispositivo, segin la reivindicacidn 1, pa-
ra la formacidn de im#genes de 1fnea, en el que el pri-
mer conjunto de eleotrodoé metdlicos comprende una hile—
ra de electrodos; el segundo conjunto de electrﬁdos metd
licos comprende al menos dos hileras de electrodos y com
prende una hilera de electrodos para lectura en serie;
los medios para polarizar secuencizlmente los electro-
dos de dichos primer y segundo conjuntos transfieren los
portadores de carga desde debajo de dicha hilers de elec
trodos.de dicho primer conjunto hasta debajo de dicha hi
lera de electrodos de lectura de dicho Segundo conjunto;
¥y comprendiendo el dispositivo ademds, medios para pola
rizar secuencizlmente dicha hilera de electrodos de lec
tura para de esta forma leer en serie dicha hilera de bo;
tadores de carga.

14.- Dispositivo, segin la reivindicacidn 13, en
el gue el medio de 'almacenamiento de carga comprende un

cuerpo de material semiconductor.
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15.- Dispositivo, segin la reivindicacién 14, que,
ademds, comprende tiras de metal dispuestas encima de
dicha capa aislante en la zona comprendids entre columnas
adyacentes de electrodos formadas por los dos conjuntos
v mentenidas a una polarizacién constante para formar de
esta manera regiones desiertas de dicho cuerpo semicon-
ductor paras aislar los portadores de carga situados deba-
jo de una columnz de electrodos de portadores de carga si
tuados debajo de columnas adyacentes, ‘

16 .~ Dispositivo, segin ls reivindicacidn 15, que,
ademds, comprende tiras de metal dispuestas encima de di
cha capa aislante en la zona que rodea los bordes de di-
chos conjuntos y mantenidas a una polarizacidn constante
para formar de esta manera regioﬁes desiertas en dicho
cuerpo semiconductor para impedir la recombinacidén de car-
ga en la superficie de contacto semiconductor-alslante
de dicha zona;

17 .~ Dispositivo de estado sélido para la formsae
cibn de imégenes;

Esta memorla consta de diecinueve hojas escritas

por una séla cara.

BARCELONA, 15 de marzo de 1,972
P.he
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